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模块化光电倍增管实验开发

马国悦，马世红，白翠琴
（复旦大学 物理学系，上海２００４３３）

　　摘　要：通过光电倍增管、电流测试仪、负高压电源、照度计等仪器的组合，设计了分压电路，搭建了模块化的光电倍

增管特性测试的实验平台，实现了对光电倍增管暗电流、光 电 特 性、伏 安 特 性 的 测 量．模 块 化 的 实 验 平 台 组 合 使 得 仪 器

装置具有良好的开放性，有利于学生直观认识掌握光电倍增管的工作原理以及性能参量的物理意义．
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１　引　言

光电倍增管是一种以光电效应、二次 电 子 发

射和电子光学理论为原理基础的真空光电发射器

件．它把微弱入射光转换成光电子，并获得倍增，
具有极高灵敏度和超快时间响应的优点．一些具

有里程碑意义的近代物理实验都离不开光电倍增

管的运用，如塞曼效应、氢光谱实验、能谱仪实验、
拉曼光谱等．现有的一些光电倍增管教学设备实

现了各种仪器的一体化集成和封装，在简化实验

操作的同时，也给学生理解核心的物理原理概念

带来了困难．而开放式、模块化的实验平台设计

为学生提供了一次打开“黑箱”的机会，直观地认

识各种仪器的结构及其组合方式，从而对测量手

段的原理和数据的物理意义有更深刻的理解，并

为学生自主的探索学习提供了拓展的空间［１－７］．

２　实验方案设计

实验装置原理示意图如图１所示，实 物 如 图

２所示．实验采用可调直流电源与ＬＥＤ灯珠组合

光源，可通过改变供电电压调节光强．固定ＪＤ－３
型照度计探头与光源的相对位置，可以实现对相

对光强的测 量．光 电 倍 增 管 供 电 采 用１　５００Ｖ可

调负高压电源，信号电流测量采用 ＨＢ－３１１型ＰＡ
级电 流 测 试 仪．采 用 ＧＤＢ２２１倍 增 管 与 滨 松

Ｒ６６９光电倍增管．为保障密闭充分遮光，以铝制

管座外壳遮罩，遮罩前端为直径２．０ｃｍ通光孔，
可根据实验需要调节通光面积．该设计既降低了

对实验环境的要求，同时又保证了实验仪器的开

放性．

图１　实验装置原理示意图

图２　实验平台

光电倍增管 分 压 电 路 的 设 计（图３）：光 电 阴

极接负高压供电，设计分压电 路 在１　０００Ｖ工 作

状态下电流为１．９６ｍＡ，约为平均阳极电流的２０



倍，以保障倍增极间的电压分布．由此确定分压

电路单位阻值 为３９ｋΩ，阴 极 与 第 一 倍 增 极 间 电

阻阻值为单位电阻的３倍即１２０ｋΩ，以确保第一

打拿极收集电子的效率，提高系统增益．末三级

的旁路电容在脉冲信号下可保障光电线性，大小

分别为０．０１，０．０１，０．０４７μＦ
［８］．

图３　光电倍增管分压电路示意图

３　测试结果与分析

３．１　暗电流

对 ＧＤＢ２２１，Ｒ６６９管 的 测 量 结 果 如 图４所

示．在低压区０～４００Ｖ，暗电流低于ｐＡ量级；工
作电压区域６００～１　０００Ｖ，暗电流上升至ｎＡ量

级；在１　３００Ｖ以上电压时，Ｒ６６９管的暗电 流 陡

升至μＡ量级．从图中曲线可以明显观察到存在

状态跃变的情况．

图４　暗电流曲线

对于低压区０～４００Ｖ，暗电流曲线呈现明显

的线性特征，如图５所示．
采用直线拟合得到ＧＤＢ２２１管和滨 松Ｒ６６９

管的结果分别为

Ｉｄａｒｋ＝（０．０６１　４±０．０００　４）Ｕ＋（０．１０±０．０９），

Ｉｄａｒｋ＝（０．００４　６±０．０００　２）Ｕ＋（－０．２７±０．０４）．
暗电流同工 作 电 压 之 间 呈 正 比 关 系，如 图６

所示，由斜 率 可 以 求 得 ＧＤＢ２２１管 和 滨 松 Ｒ６６９

管的电阻分别为

Ｒ＝（１．６３０±０．０１３）×１０１３Ω，

Ｒ＝（２．１６±０．０９）×１０１４Ω．

图５　低压区暗电流曲线

图６　工作电压区间暗电流

此量级的电阻可以认为是漏电因素的作用．
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光电倍增管电极之间玻璃、管座和灰尘会导致漏

电，由于漏电电流不经过电子倍增系统，所以电阻

性质稳定，不随电压变化．
当电压上升至工作区间６００～１　０００Ｖ，暗电

流曲线随负高压增大迅速上升．
在工作电压下电子倍增系统开始工作．由阴

极、倍增极金属材料的热发射电流，经过倍增系统

的放大而得到更大的输出电流信号，此时其对暗

电流的贡献将远大于漏电的影响．依照次级电子

发射 原 理，单 倍 增 极 的 放 大 系 数δ与 极 间 电 压

ＵＤＤ的ｋ次方成正比，即δ＝ＣＵｋＤＤ．对暗电流、负

高压同时做对数处理，可以得到：

ＧＤＢ２２１和 滨 松 Ｒ６６９管 对 数 处 理 后 如 图７
所示，的数据直线拟合的结果分别为（电流以ｐＡ
为单位）

ｌｇ　Ｉ＝（８．９±０．２）ｌｇ　Ｕ＋（－２４．２±０．６），

ｌｇ　Ｉ＝（６．６４±０．０９）ｌｇ　Ｕ＋（－１７．３±０．３）．
拟合表 明Ｉ∝Ｕ（８．９±０．２），Ｉ∝Ｕ（６．６４±０．０９），证 明

了对暗电流来自倍增系统放大．

图７　对数处理后的工作电压区间暗电流

注意到，滨松Ｒ６６９管在高于１　３００Ｖ时，其
对数处理曲线进一步偏离线性，暗电流上升速度

再次加快，存在“突升”现象，其原因可能来自场致

发射电子 或 残 余 气 体 电 离 放 电 在 高 压 区 明 显 作

用［７－９］．

３．２　伏安特性的测量

对滨松Ｒ６６９管在不同入射光强下的伏安特

性曲线测试结果如图８所示．
阳极输出电流随负高压增大而快速 上 升，这

反映了增益（放大倍数）随电压的变化，且数据表

明上升 速 度 与 入 射 光 波 长、强 度 均 无 关．滨 松

Ｒ６６９管对数拟合得到的结果为（照度计示数０．８，

０．４ｌｘ）

ｌｇ　Ｉ＝（６．３５±０．０３）ｌｇ　Ｕ＋（－１３．２±０．０９），

ｌｇ　Ｉ＝（６．３６±０．０３）ｌｇ　Ｕ＋（－１３．５±０．１０）．

图８　对数处理后伏安特性曲线

对于整个倍增系统，其放大倍数应是 各 个 倍

增极的乘积，结合次级电子发射原 理 式δ＝ＣＵｋＤＤ
可以得到：

Ｉ＝ＩＫδ１δ２…δｎ＝ＣｎＵｎｋＤＤ．
因此 倍 增 管 伏 安 特 性 在 理 论 上 应 满 足Ｉ∝

Ｕｎｋ，其中ｎ为倍增极数量．滨松Ｒ６６９管有１０个

倍增极，相应的ｋ＝０．６３６±０．００３．
３．３　光电特性的测量

实验采用测量相对光强的办法，在伏 安 特 性

电路的基础上，靠近ＬＥＤ处放置照度计探头，测

量过程中保持位置固定，调节ＬＥＤ工作电压，测

得照度计示数及光电流即反映光电特性．对滨松

Ｒ６６９管光电特性曲线测量光电线性 曲 线 测 量 结

果如图９所示．

图９　光电特性曲线

　　倍增管加压８００Ｖ时，

Ｉ＝（０．９７４±０．００８）Ｌ＋（２．６±０．８），
倍增管加压５００Ｖ时，
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Ｉ＝（０．７５８　４±０．００４）Ｌ＋（３．７±０．７）．
在低光强区域光电倍增管光电特性呈良好的

线性，由于光强测量并不是绝对值，所以斜率不能

反映倍增管的绝对灵敏度．
当光电流信号增大至一定值时，光电 倍 增 管

光电特性将出 现 线 性 极 限，对 于 工 作 电 压５００Ｖ
和８００Ｖ，线性极限分别３１７μＡ和７１７μＡ左右．
此时 分 压 电 路 中 的 电 流 大 小 为 １　０００μＡ 和

１　７００μＡ．根据倍 增 管 工 作 电 路 原 理，当 分 压 电

路电流为光电流信号的２０倍以上时，各倍增极间

电压可实现平均分配．当光电流增大至分压电流

量级可比拟时，倍增极间的等效电阻不再相同，电
压分布发生变化，使得倍增系统放大倍数降低，光
电线性被破坏．

４　结束语

以微电流测试仪、照度计、高压源等基本实验

仪器组合搭建了模块化光电倍增管特性研究的实

验平台，设计实验以国产ＧＤＢ－２２１、滨松Ｒ６６９光

电倍增管为例，研究了光电倍增管的暗电流、光电

特性和伏安特性．实验研究内容丰富，仪器平台

开放度高、可调节性强，有助于学生从实验现象出

发，直观理解光电倍增管工作的原理和影响因素，

能够激发学生钻研探究的热情，从而对物理规律

有更深入的理解和掌握．
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